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BYD 漢 EV（2020）リアインバーター搭載
SiCパワーモジュール構造解析、プロセス解析レポート

製品概要

型番 ： BM840F12B34U2

・BYD 漢 EV(2020年7月に中国で発売)のリアインバーターに初採用の車載用 SiCパワーモジュール

・搭載インバーター諸元：最高出力200kW 定格電圧：570V 最大電流：420Arms

・チップサイズ：4.32mm×5.32mm トレンチ型MOSFET

レポート内容

〇SiCパワーモジュール構造解析レポート レポート価格：70万円（税別）

1．BYD製の車載用モジュールで片面冷却（PinFin）採用の製品。モジュールの断面解析から

各層厚の測長、材料分析を実施。

※チップとモジュール電極間のダイアタッチにはAgシンターを使用。
2．1スイッチに対してMOSFETチップを6つ使用したマルチチップ構成を採用。
※チップ製造歩留まりを配慮していると推定

3．搭載SiC-MOSFETはトレンチゲート構造を採用。

※当社解析済みメーカー製品とは形状が異なる、その他ヒアリング情報から、BYD内製と推測。

〇SiC MOSFET プロセス解析レポート レポート価格：70万円（税別）

1．電気特性（静特性）評価を実施。

※本製品の最大動作電圧は1200V。

※RonAについては、主要メーカー（INFINEON etc．)の第3世代SiCテクノロジーと同程度。

2．リーク電流の温度依存性に関する評価やON抵抗成分の分析、容量測定からN-Epi層の

不純物濃度の推定。

3．構造解析結果から、特徴的な構造についての考察。

製造プロセスフローの抽出とマスク枚数を推定。

モジュール外観（表） チップ外観
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